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垂直配向CNTと金属(Au)薄膜を表面活性化手法を用いて接合するプロセスを開発しています。
また、接合後、成長基板を剥離し、新たな金属薄膜と接合して転写することによって、LSI配線への適用のほか、
高温プロセスを必要とするCNTのデバイス製造への適用が可能となります。
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